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Schemaskizze STS
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Schemaskizze STS
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Schemaskizze STS
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Punktspektroskopie
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Quantenkafig

« 2-dimensionales Elektronengas

« Zugabe von Adatomen
— Unendliche hohe Potenzialbarriere
Radialsymmetrischer Potenzialtopf
— Stehende Wellen
— Diskrete Energieniveaus

A
Energie

auf Cu(111) Oberflache.
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Metall-Isolator-Ubergang mit STS
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Metall-Isolator-Ubergang mit STS

Metall
dl/dU

\/\/—\

0
Bias-Spannung

N

dl/dU

MIT

Bandlicke entsteht

o0 U,
Bias-Spannung

>

Isolator

dl/du

'y

A

0
Bias-Spannung

/



Spektroskopie
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[.a,-Cao:MnQO:s

« Manganat (Perowskitstruktur)
« Beica. 200K

— Metall-Isolator-Ubergang (MIT)

— Anderung von ferro- zu paramagnetisch.
. Ubergang ist feldabhangig
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[.a,-Cao:MnO:s

Isolator

* Punktspektren
— beide Phasen
— graduellen Ubergang
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[.a,-Cao:MnQO:s

. Oberflacheneffekt? - Ahnlicher Kurvenverlauf

— Phasenkoexistenz

— Durchflussmodel (percolation)
fur den ganzen Kristall

« Vergleich Kristalleigenschaften
— Anderung des Widerstands des Kristalls
— Anderung des Widerstands der Oberflache
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Bi,,,Ca,,MnO;

« Manganat (Perowskit)

» Ladungsordnung der Mn-Atome unterhalb 250K
— Verdoppelung der Einheitszelle
— Metall-Isolator-Ubergang
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Bi,,,Ca,,MnO,

STM bei 299 K
— Koexistenz von zwei Phasen
— Unterschiedliche Einheitszelle
— Unterschiedliche Leitfahigkeit
Untersuchung entlang Kristallachse
— Phase mit Ladungsordnung
— Phase ohne Ladungsordnung
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Bi,,,Ca,,MnO,

« Entlang Kristallachsen
— Ladungsordnung
— Verschiedene O-Atom Abstande

e Struktur nicht
identisch mit
isolierender Phase
bei 299K.

— Geneigte
Oktaeder

— Zick-Zack-
Struktur

— stabilisieren
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Struktur bei 146 K
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Ch Renner, G. Aeppli, B.-G. Kim, Yeong-Ah Soh & S.-W. Cheong Nature Vol 416 2002



Indiumketten auf Si(111)

)

 Indium und Silizium Zick-Zack-Ketten
« 1-dimensionales Metall

« Unterhalb 100 K Strukturveranderung
— Offnen einer Bandliicke (MIT)
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S. J. Park, H. W. Yeom, S. H. Min, D. H. Park, I.-W. Lyo Physical Review Letters 2004 (106402)



Indiumketten auf Si(111)
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» Atomare Aufldsung mit STM
« Beobachtung der DOS mit STS

« Makroskopische und mikroskopische Effekte.
— Metall-Isolator-Ubergang
— Phasenkoexistenz (Durchflussmodel)
— Ladungs-Dichte-Welle
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